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PODANIE
••.••• ,r

ZGLA'S'ZAjACY I) Instytut Technologii Elektronowej
(podac kolejno: nazwisko i imic; tub nazwc; oraz adres)

02-668 Warszawa AI. Lotnikow 32/46

NIP

Numer ewideneyjny PESEL *

Numer identyfikaeyjny REGON*

5250009111 .

000038971

PELNOMOCNIK 2) _ .•••.••••.••...........•..•••••••.•••..•..•.••••...............................

(nazwisko i imic; oraz adres pelnomocnika)

Wnosz~ (wnosimy) 0 udzielenie 3): patentu na wynalazek' pra' ••••a OCnroRRego Ra ';',''lOr UZ)1ko1N),A

dodatlmwego do' pod tytulem: Struktura p61przewodnikowa z reaktywn~ barier~ antykorozyjn~
oraz spos6b wytwarzania reaktywnej bariery antykorozyjnej

(podac tytul wynalazku lub wzoru uiytkowego)

Oswiadezenie 0 korzystaniu z pierwszenstwa 4):

Data zgloszenia Kraj zgloszenia Numer zgloszenia
(data wystawienia) (miejsce i kraj wystawy) (nazwa wystawy)

TWORCA(Y) WYNALAZKU (WZORU UZYTKO\VEGO)

1. Eliana Kaminska zam. 00-743 Warszawa ul. Nabielaka 13 m 6
(nazwisko i imic; oraz adres)

2. Anna Piotrowska zam. 01-031 Warszawa ul. Narbutta 9 m 4

3. Michal Borysiewicz zam. 00-391 Warszawa AI. 3 Maja 2 m 71

4. Iwona Pasternak za~. 02-698 Warszawa ul. Niegocinska 14/125

'J niepotrzebne skreslic



Warszawa,2010-12-22
URZJ\D PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kancelaria Ogolna
AI. Niepodleglosci 188/192
00-950 Warszawa
skr. poczt. 203

BA-IIP .393392/Potw.l/iber
INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ
rzecz. pat. Magdalena Jung
AI. Lotnik6w 32/46
02-668 Warszawa

Nasz znak: BA-IIP.393392/Potw.l/iber
Wasz znak: DN/MP/l9/20l0

POTWIERDZENIE

Urz'ld Patentowy RP stwierdza, ze dnia 2010-12-21 przyj~to wniosek 0 udzielenie patentu na wynalazek pt.:

Struktura polprzewodnikowa z reaktywn~ barier~ antykorozyjn~ oraz sposob wytwarzania
reaktywnej bariery antykorozyjnej

Zgloszenie oznaczono numerern P.393392

[WIPO ST lOIC PL393392]

Zglaszaj'l.cy: INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa, Polska

Pouczenie:

1. Strony oraz ich przedstawicie1e i pelnornocnicy rnaj'l. obowi¥ek zawiadorni6 Urz'l.d 0 kazdej zmianie
swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowi'l.zku dor~czenie pisrna pod dotychczasowym adresem rna
skutek prawny (art. 41 kpa).
2. W korespondencji na1ei:y powolywa6 si~ na nr P.393392.

PODRE

Irena B




